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BGA (FCCSP)

범프를�통해�반도체와�메인보드를�연결하는�패키지�기판
- 전기적�신호의�이동�경로가�짧고, 많은�수의 I/O 형성�가능
- 응용�분야 : AP (Application Processor), Modem 등

- Fine Pitch Coreless 기판
· 회로�패턴이�절연재�안에�묻혀있는�형태의�회로�기판
· Coreless + 미세회로�형성으로 Leyer 축소�설계�용이 (4L→3L)

박형 & 미세�회로�개발

[ FCCSP ]

Top Ball SR (Solder Resist)
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회로 (Line/Space) 8/10㎛
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40㎛/18㎛

Peripheral Bump Pitch

Bump Pitch

Core/PPG 두께

[ 4L cored ] [ 3L coreless ]

200㎛T 120㎛T

50㎛

- 두께�축소�및�강성�확보 - Bond Finger 미세화

BGA (UTCSP)

Wire Bonding으로�반도체�칩을�연결하는�패키지�기판
- 130㎛ 이하�박판�구조 (3L : 모바일 DRAM, 4L : eMCP)
- 응용분야 : 모바일�메모리�칩

박형 Coreless 기판�개발 미세회로�개발 (mSAP공법)

기판�두께 (3L/4L)

Bond Finger Pitch

회로 (Line/Space)

80㎛/120㎛

65㎛

25/25㎛

BVH (Blind Via hole) IVH (Inner Via hole)CCL (Copper Clad Laminates)

Bond finger

Prepreg

SR (Solder Resist)

65㎛100㎛T 80㎛T


